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(57)摘要

本发明实施例提供了一种发光元件以及显

示面板，解决了现有技术中显示装置中载流子注

入到发光层的效率低从而使得显示装置的发光

效率低、寿命短的技术问题。本发明实施例所提

供的一种发光元件，包括多个发光结构，其中相

邻两个发光结构之间设置电荷产生层，其中电荷

产生层包括电子传输部和空穴传输部，其中空穴

传输部包括叠加设置第一空穴传输层、第二空穴

传输层，其中第一空穴传输层靠近电子传输部，

第二空穴传输层靠近阴极，第二空穴传输层的空

穴迁移率大于第一空穴传输层的空穴迁移率，降

低了空穴传输过程中的损耗，增加了空穴的传输

率，提高了空穴注入到发光层的效率，从而提高

了叠层有机发光装置的发光效率，提高了显示装

置的寿命。

权利要求书2页  说明书7页  附图2页

CN 109755400 A

2019.05.14

CN
 1
09
75
54
00
 A



1.一种发光元件，其特征在于，包括：

阳极；

设置在所述阳极一侧的阴极；

设置在所述阳极与所述阴极之间且叠加设置的多个发光结构，所述发光结构包括发光

层；以及，

设置在相邻两个所述发光结构之间的电荷产生层，所述电荷产生层包括：层叠设置的

空穴传输部和电子传输部；

其中，所述空穴传输部包括层叠设置的至少两层空穴传输层，其中所述至少两层空穴

传输层的空穴迁移率沿所述阳极向所述阴极的方向逐渐增大。

2.根据权利要求1所述的发光元件，其特征在于，所述至少两层空穴传输层中包括紧邻

所述电子传输部设置的第一空穴传输层和第二空穴传输层，所述第二空穴传输层位于第一

空穴传输层和所述阴极之间，其中，

所述第一空穴传输层的主体材料的HOMO能级高于所述第二空穴传输层的主体材料的

HOMO能级。

3.根据权利要求2所述的发光元件，其特征在于，所述空穴传输部还包括第三空穴传输

层，所述第三空穴传输层设置在所述第二空穴传输层和所述阴极之间，

其中，所述第三空穴传输层与所述第一空穴传输层的主体材料相同。

4.根据权利要求2所述的发光元件，其特征在于，所述空穴传输部还包括第三空穴传输

层，所述第三空穴传输层设置在所述第二空穴传输层和所述阴极之间，

其中，所述第三空穴传输层与所述第二空穴传输层的主体材料相同。

5.根据权利要求3或4所述的发光元件，其特征在于，所述第二空穴传输层的厚度大于

或等于所述第一空穴传输层的厚度，

优选地，所述第三空穴传输层的厚度大于或者等于所述第二空穴传输层的厚度。

6.根据权利要求1所述的发光元件，其特征在于，所述电子传输部包括层叠设置的至少

两层电子传输层，其中所述至少两层电子传输层的电子迁移率沿所述阴极向所述阳极的方

向逐渐增大。

7.根据权利要求6所述的发光元件，其特征在于，所述电子传输部包括紧邻所述空穴传

输部设置的第一电子传输层和第二电子传输层，所述第二电子传输层位于第一电子传输层

和所述阳极之间，其中，

所述第一电子传输层的主体材料的LUMO能级高于所述第二电子传输层的主体材料的

LUMO能级。

8.根据权利要求7所述的发光元件，其特征在于，所述电子传输部还包括设置在所述第

二电子传输层靠近所述阳极一侧的第三电子传输层，所述第三电子传输层与所述第一电子

传输层的材料相同。

9.根据权利要求8所述的发光元件，其特征在于，所述第二电子传输层的厚度大于或者

等于所述第一电子传输层的厚度，

优选地，所述第三电子传输层的厚度大于或者等于所述第二电子传输层的厚度。

10.一种显示面板，其特征在于，包括：

基板以及设置在所述基板上的多个发光元件；其中，所述发光元件的结构采用如权利
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要求1-9任一所述的发光元件的结构。
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一种发光元件以及显示面板

技术领域

[0001] 本发明涉及显示技术领域，具体涉及一种发光元件以及显示面板。

背景技术

[0002] 现有技术中有机发光装置，为了增加发光装置的发光效率和亮度，使用叠层有机

发光二极管，即通过电荷产生层将多个EL单元串联连接的有机发光二极管，相比于传统有

机发光二极管可以实现成倍的亮度和效率，并且具有更长的寿命，但是电荷产生层在工作

过程中存在载流子传导损耗和电子注入损耗，载流子迁移率低，因此使得载流子注入到发

光层的效率低，从而使得叠层有机发光装置的发光效率低，寿命短的问题。

发明内容

[0003] 有鉴于此，本发明实施例提供了一种发光元件以及显示面板，解决了现有技术中

显示装置中载流子注入到发光层的效率低从而使得显示装置的发光效率低、寿命短的技术

问题。

[0004] 为使本发明的目的、技术手段和优点更加清楚明白，以下结合附图对本发明作进

一步详细说明。显然，所描述的实施例仅是本申请一部分实施例，而不是全部的实施例。基

于本申请中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其

他实施例，都属于本申请保护的范围。

[0005] 根据本发明的一个方面，本发明实施例提供了一种发光元件，包括：

[0006] 阳极；设置在所述阳极一侧的阴极；设置在所述阳极与所述阴极之间且叠加设置

的多个发光结构，所述发光结构包括发光层；以及，设置在相邻两个所述发光结构之间的电

荷产生层，所述电荷产生层包括：层叠设置的空穴传输部和电子传输部，所述空穴传输部用

于将空穴传输到所述相邻两个发光结构中的一个发光结构中的发光层中，所述电子传输部

用于将电子传输到所述相邻两个所述发光结构中的另一个发光结构中的发光层中；其中，

所述空穴传输部包括层叠设置的至少两层空穴传输层，其中所述至少两层空穴传输层的空

穴迁移率沿所述阳极向所述阴极的方向逐渐增大。

[0007] 在一实施例中，所述至少两层空穴传输层中包括紧邻所述电子传输部设置的第一

空穴传输层和第二空穴传输层，所述第二空穴传输层位于第一空穴传输层和所述阴极之

间，

[0008] 其中，所述第一空穴传输层的主体材料的HOMO能级高于所述第二空穴传输层的主

体材料的HOMO能级。

[0009] 在一实施例中，所述空穴传输部还包括设置在所述第二空穴传输层靠近所述阴极

一侧的第三空穴传输层；其中，所述第三空穴传输层与所述第一空穴传输层的主体材料相

同。

[0010] 在一实施例中，所述空穴传输部还包括设置在所述第二空穴传输层靠近所述阴极

一侧的第三空穴传输层；其中，所述第三空穴传输层与所述第二空穴传输层的主体材料相
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同。

[0011] 在一实施例中，所述第二空穴传输层的厚度大于或者等于所述第一空穴传输层的

厚度，

[0012] 优选地，所述第三空穴传输层的厚度大于或者等于所述第二空穴传输层的厚度。

[0013] 在一实施例中，所述电子传输部包括层叠设置的至少两层电子传输层，其中所述

至少两层电子传输层的电子迁移率沿所述阴极向所述阳极的方向逐渐增大。

[0014] 在一实施例中，所述电子传输部包括紧邻所述空穴传输部设置的第一电子传输层

和第二电子传输层，所述第二电子传输层位于第一电子传输层和所述阳极之间，其中，

[0015] 所述第一电子传输层的主体材料的LUMO能级高于所述第二电子传输层的主体材

料的LUMO能级。

[0016] 在一实施例中，所述电子传输部还包括设置在所述第二电子传输层靠近所述阳极

一侧的第三电子传输层，所述第三电子传输层与所述第一电子传输层的材料相同。

[0017] 在一实施例中，所述电子传输部还包括设置在所述第二电子传输层靠近所述阳极

一侧的第三电子传输层，所述第三电子传输层与所述第二电子传输层的材料相同。

[0018] 在一实施例中，所述第二电子传输层的厚度大于或者等于所述第一电子传输层的

厚度，

[0019] 优选地，所述第三电子传输层的厚度大于或者等于所述第二电子传输层的厚度。

[0020] 作为本发明的另一面，本发明一实施例还提供了一种显示面板，包括基板以及设

置在所述基板上的多个发光元件；其中，所述发光元件的结构采用前述所述的发光元件的

结构。

[0021] 本发明实施例所提供的一种发光元件，包括多个发光结构，其中相邻两个发光结

构之间设置电荷产生层，其中电荷产生层包括电子传输部和空穴传输部，其中空穴传输部

包括至少两层层叠设置的空穴传输层，其中至少两层层叠设置的空穴传输层的空穴迁移率

沿阳极向阴极的方向逐渐增大，降低了空穴传输过程中的损耗，增加了空穴的传输率，提高

了空穴注入到发光层的效率，从而提高了叠层有机发光装置的发光效率，提高了显示装置

的寿命。

附图说明

[0022] 图1所示为现有技术中的发光元件的结构示意图。

[0023] 图2所示为本发明一实施例提供的一种发光元件的结构示意图。

[0024] 图3所示为本发明一实施例提供的一种发光元件的结构示意图。

[0025] 图4所示为本发明一实施例提供的一种发光元件的结构示意图。

[0026] 图5所示为本发明一实施例提供的一种发光元件的结构示意图。

具体实施方式

[0027] 下面将结合本发明实施例中的附图，对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完

整地描述，显然，所描述的实施例仅是本发明一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本

发明中的实施例，本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实

施例，都属于本发明保护的范围。
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[0028] 图1所示为现有技术中的发光元件的结构示意图，如图1所示包括层叠设置的阳极

1、空穴注入层(HIL)31、空穴传输层(HTL)32、发光层(EML)33、电子传输层(ETL)34、电子注

入层(EIL)35以及阴极2，其中，阴极2产生电子，电子注入层(EIL)35将阴极产生的电子注入

到电子传输层(ETL)34，电子传输层(ETL)34将电子传输至发光层(EML)33中；阳极1产生空

穴，然后空穴注入层(HIL)31将阳极1产生的空穴注入到空穴传输层(HTL)32中，空穴传输层

(HTL)32将空穴传输至发光层(EML)33中；在发光层(EML)33中，电子和空穴在发光层中相

遇，产生复合效应；电子和空穴在复合的过程中产生激子，激子在电场的作用下迁移，将能

量转移给发光层中的发光材料；掺杂在发光材料中的电子吸收能量后，从基态跃迁到激发

态，然后又从激发态跃迁回基态，在从激发态跃迁回基态的时候，释放能量，产生光子，然后

使得发光元件发出荧光或者磷光。在整个发光的过程中，需要在阳极和阴极进行施加电压，

通常情况下，通过keithley2400-和PR88设备测试，能够使得发光元件发光的起亮电压为

3.3V，电流的效率为6.1cd/A。

[0029] 图2所示为本发明一实施例提供的一种发光元件，如图2所示，一种发光元件，包括

阳极1、阴极2以及设置在阳极1与阴极2之间的多个发光结构，相邻两个发光结构之间设置

一层电荷产生层(简称CGL)层4，其中，其中电荷产生层4包括层叠设置的电子传输部402和

空穴传输部401，相邻两个发光结构包括靠近阴极的发光结构为第一发光结构3-1以及靠近

阳极的另一个发光结构为第二发光结构3-2。其中，第一发光结构3-1包括第一发光层33-1，

第二发光结构3-2包括第二发光层33-2。其中空穴传输部401用于将空穴传输到第一发光结

构3-1中的第一发光层33-1中，电子传输部402用于将电子传输到第二发光结构3-2中的第

二发光层33-2中，从而使得每个发光结构都能够正常发光，从而使得发光元件能够发出更

高亮度的光。其中空穴传输部401包括层叠设置的第一空穴传输层41以及第二空穴传输层

42；其中第一空穴传输层41靠近电子传输部402，第二空穴传输层42靠近阴极2；其中第二空

穴传输层42的空穴迁移率大于第一空穴传输层41的空穴迁移率。

[0030] 本发明实施例提供的发光元件，电子传输部402产生的电子传输至第二发光结构

3-2中的第二发光层33-2中，相邻两个发光结构中的靠近阳极的一个发光结构中的发光层

33中，阳极将空穴传输至第二发光结构3-2中的第二发光层33-2中；空穴传输部401产生的

空穴传输至第一发光结构3-1中的第一发光层33-1中，阴极将电子传输至第一发光结构3-1

中的第一发光层33-1中中。两个发光结构中的各自的发光层中的电子和空穴在发光层中相

遇，产生复合效应；电子和空穴在复合的过程中产生激子，激子在电场的作用下迁移，将能

量转移给发光层中的发光材料；掺杂在发光材料中的电子吸收能量后，从基态跃迁到激发

态，然后又从激发态跃迁回基态，在从激发态跃迁回基态的时候，释放能量，产生光子，然后

使得发光元件发出荧光或者磷光。因为是两个发光结构，该发光元件的起亮电压为5.7V，电

流的效率为10.1cd/A。因此采用两个发光结构的发光元件的电流效率高，但是由于是两个

发光结构的串联，需要的电压也随之升高了。

[0031] 本发明实施例所提供的一种发光元件，包括多个发光结构，其中相邻两个发光结

构之间设置电荷产生层，其中电荷产生层包括电子传输部和空穴传输部，其中空穴传输部

401包括层叠设置的第一空穴传输层41以及第二空穴传输层42，其中第一空穴传输层41靠

近电子传输部402，第二空穴传输层42靠近阴极2，第二空穴传输层42的空穴迁移率大于第

一空穴传输层41的空穴迁移率，降低了空穴传输过程中的损耗，增加了空穴的传输率，提高
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了空穴注入到发光层的效率，从而提高了叠层有机发光装置的发光效率低，提高了显示装

置的寿命。

[0032] 应当理解，相邻两个发光结构中，靠近阴极的发光结构为第一发光结构3-1，靠近

阳极的另一个发光结构为第二发光结构3-2。其中，第一发光结构3-1包括第一发光层33-1，

第一发光结构3-1还包括层叠设置在第一发光层33-1远离电子传输部402一侧的电子传输

层(ETL)34和电子注入层(简称EIL)35。第二发光结构3-2包括第二发光层33-2，第二发光结

构3-2还包括层叠设置在第二发光层33-2远离电子传输部402一侧的空穴注入层(HIL)31和

空穴传输层(HTL)32。

[0033] 至于，发光元件中包含的发光结构的个数可以根据实际应用场景来进行选择，例

如，可以是如图2所示的情况，即发光元件包括两个发光结构3。但是本发明实施例并不限于

此，例如还可以是如下所示的情况：发光元件包括三个发光结构3，因此，只要发光元件能够

将发出相同或者不同颜色的光的发光结构叠加在一起，能够增加发光元件的亮度，降低单

个发光结构中的发光亮度，延长了发光元件以及发光显示装置的寿命，本发明实施例对发

光元件中包含的发光结构的数量不作限定。

[0034] 在一实施例中，第二空穴传输层42的的空穴迁移率不小于10-4cm2V-1s-1。

[0035] 在一实施例中，第一空穴传输层41的主体材料与第二空穴传输层42的主体材料不

同。在一进一步的实施例中，第一空穴传输层41的主体材料、第二空穴传输层42的主体材料

可以选自如下材料中的一种或者多种组合：NPB(N,N'-二苯基-N,N'-(1-萘基)-1,1'-联苯-

4,4'-二胺，CAS#：123847-85-8)、m-MTDATA(4,4',4”-三(N-3-甲基苯基-N-苯基氨基)三苯

胺，CAS#：124729-98-2)、TCTA(4,4',4”-三(咔唑-9-基)三苯胺，CAS#：139092-78-7)、TAPC 

4,4'-环己基二[N,N-二(4-甲基苯基)苯胺，CAS#：58473-78-2]。

[0036] 应当理解，第一空穴传输层41、第二空穴传输层42的主体材料的具体材料种类可

根据实际应用场景来选择，只要第二空穴传输层42的空穴迁移率高于第一空穴传输层41的

空穴迁移率即可。

[0037] 在一实施例中，第一空穴传输层41中的P型掺杂剂以及第二空穴传输层42中的P型

掺杂剂可以选自如下材料中的一种或者多种组合：MoO3、WO3、F4-TCNQ(2,3,5,6-四氟-7,7',

8,8'-四氰二甲基对苯醌)。

[0038] 应当理解，当第一空穴传输层41的主体材料与第二空穴传输层42的主体材料不同

时，第一空穴传输层41中的P型掺杂剂以及第二空穴传输层42中的P型掺杂剂可以相同也可

以不相同，只要第二空穴传输层42的空穴迁移率高于第一空穴传输层41的空穴迁移率即

可。

[0039] 相邻两个发光结构3之间的电荷产生层4中的电子传输部402与空穴传输部401之

间形成P/N异质结，当电荷产生层4在工作时，电子由空穴传输部41到电子传输部402的过程

中会产生欧姆损耗，降低了发光效率。因此，在本发明一实施例中，第一空穴传输层41的主

体材料的最高占据分子轨道能级(简称HOMO能级)高于第二空穴传输层42的主体材料的最

高占据分子轨道能级(简称HOMO能级)，降低了电子从第一空穴传输层41到电子传输部402

的电子注入势垒，使得电子在电子传输部402和空穴传输部401之间的P/N异质结处更容易

发生电子隧穿，从而降低了电子通过P/N异质结处的欧姆损耗，进一步降低了发光元件的损

耗，降低了显示装置的损耗，提高发光效率。
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[0040] 在一实施例中，第一空穴传输层41的主体材料及第二空穴传输层42的主体材料可

以选自如下材料中的一种或者多种组合：NPB(N,N'-二苯基-N,N'-(1-萘基)-1,1'-联苯-4,

4'-二胺)、m-MTDATA(4,4',4'-三(N-3-甲基苯基-N-苯基氨基)三苯胺)、TCTA(4,4',4'-三

(咔唑-9-基)三苯胺)、TAPC己基二[N,N-二(4-甲基苯基)苯胺]。

[0041] 应当理解，第一空穴传输层41、第二空穴传输层42的主体材料的具体材料种类可

根据实际应用场景来选择，例如，第二空穴传输层42的主体材料可以选择HOMO能级为-5.6V

的TCTA，第一空穴传输层41的主体材料可以选择HOMO能级为-5.1V的m-MTDATA，但是本发明

实施例对第一空穴传输层41的主体材料以及第二空穴传输层42的主体材料的选择并不限

于此，只要第一空穴传输层41的主体材料的最高占据分子轨道能级(简称HOMO能级)高于第

二空穴传输层42的主体材料的最高占据分子轨道能级(简称HOMO能级)即可。在本发明一实

施例中，空穴传输部401还包括设置在第二空穴传输层42靠近阴极2一侧的第三空穴传输层

43，如图3所示；其中，第三空穴传输层43的空穴迁移率大于第二空穴传输层42的空穴迁移

率，进一步降低了空穴传输过程中的损耗，增加了空穴的传输率，提高了空穴注入到发光层

的效率，从而提高了叠层有机发光装置的发光效率低，提高了显示装置的寿命。

[0042] 本发明实施例提供的发光结构，空穴传输部401包括三层空穴传输层，本发明实施

例的发光元件的起亮电压为5.9V，电流的效率为12cd/A。因此采用了三层空穴传输层，且第

三层空穴传输层43的空穴迁移率大于第二空穴传输层42的空穴迁移率，能够增加发光元件

的发光效率。

[0043] 在一例中，第一空穴传输层41的主体材料与第三空穴传输层43的主体材料相同，

因此第一空穴传输层41的HOMO能级则与第三空穴传输层43的HOMO能级是相同的，当空穴从

第一空穴传输层41传输到第二空穴传输层42中存在势垒时，空穴从第二空穴传输层42传输

到第三空穴传输层43的过程则为无势垒传输，因此，因此降低了整个空穴传输过程中的势

垒，从而降低了发光元件使用的电压，延长了发光元件的使用寿命，进而延长了显示装置的

使用寿命。

[0044] 在一实施例中，第一空穴传输层41、第二空穴传输层42的材料中的P型掺杂剂的体

积浓度为1～20％，第三空穴传输层43的材料中的P型掺杂剂的体积浓度为0～10％，且第二

空穴传输层42的材料中的P型掺杂剂的体积浓度大于第三空穴传输层43的材料中的P型掺

杂剂的体积浓度，从而降低了P型掺杂剂扩散到第一发光结构3-1中的第一发光层33-1中的

概率，降低了P型掺杂剂的存在导致激子淬灭的概率，从而提高了发光效率，增加了发光元

件的使用寿命。

[0045] 在一实施例中，第三空穴传输层43的厚度大于第二空穴传输层42的厚度，第二空

穴传输层42的厚度大于或者等于第一空穴传输层41的厚度，从而降低了P型掺杂剂扩散到

第一发光结构3-1中的第一发光层33-1中的概率，从而降低了发光层中激子的淬灭概率，进

而提高了发光效率。

[0046] 在一进一步的实施例中，空穴传输部401的厚度为50～120nm，第一空穴传输层41

的厚度为5～15nm，第二空穴传输层42的厚度为10～30nm，第三空穴传输层43的厚度为15～

40nm。

[0047] 应当理解，第一空穴传输层41的厚度、第二空穴传输层42的厚度以及第三空穴传

输层43的厚度可以根据实际工作场景来进行选择，只要第三空穴传输层的厚度大于第二空
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穴传输层的厚度，第二空穴传输层的厚度大于或者等于第一空穴传输层的厚度，且整个空

穴传输部的厚度为50～120nm即可。

[0048] 在本发明一实施例中，电子传输部402包括层叠设置的第一电子传输层44和第二

电子传输层45，如图4所示，其中第一电子传输层44靠近空穴传输部401，第二电子传输层45

靠近所述阳极1，其中第二电子传输层45的电子迁移率大于所述第一电子传输层44的电子

迁移率，增加了电子的传输率，提高了电子注入到发光层的效率，从而提高了叠层有机发光

装置的发光效率低，提高了显示装置的寿命。

[0049] 在一实施例中，第二电子传输层的电子迁移率不小于10-5cm2V-1s-1。

[0050] 在一实施例中，第二电子传输层45的主体材料与第一电子传输层44的主体材料不

同。

[0051] 在一实施例中，第一电子传输层44中的主体材料以及第二电子传输层45中的主体

材料选自一下材料中的一种或者多种组合：Alq3(三(8-羟基喹啉)铝，CAS#：2085-33-8)、

TPBi(1,3,5-三(1-苯基-1H-苯并咪唑-2-基)苯，CAS#：192198-85-9)、BPhen(4,7-二苯基-

1 ,10-菲罗啉，CAS#：1662-01-7)、BCP(2 ,9-二甲基-4 ,7-联苯-1 ,10-邻二氮杂菲，CAS#：

4733-39-5)、BAlq(双(2-甲基-8-羟基喹啉-N1,O8)-(1,1'-联苯-4-羟基)铝，CAS#：146162-

54-1)。

[0052] 应当理解，第一电子传输层44、第二电子传输层45的主体材料的具体材料种类可

根据实际应用场景来选择，只要第二电子传输层45的电子迁移率大于所述第一电子传输层

44的电子迁移率即可。

[0053] 在一进一步的实施例中，第一电子传输层44中的主体材料以及第二电子传输层45

中的N型掺杂剂可以选自如下材料中的一种或者多种组合：Cs、Li、Al、Mg、Ca、Cs2CO3、

Li2CO3。

[0054] 应当理解，当第一电子传输层44的主体材料与第二电子传输层45的主体材料不同

时，第一电子传输层44中的N型掺杂剂以及第二电子传输层45中的N型掺杂剂可以相同也可

以不相同，只要第二电子传输层45的电子迁移率大于所述第一电子传输层44的电子迁移率

即可。

[0055] 在本发明一实施例中，第一电子传输层44的主体材料的最低未占分子轨道能级

(简称LUMO能级)高于第二电子传输层45的主体材料的最低未占分子轨道能级(简称LUMO能

级)，降低了电子从第一空穴传输层41到电子传输部402的电子注入势垒，使得电子在电子

传输部402和空穴传输部401之间的P/N异质结处更容易发生电子隧穿，从而降低了电子通

过P/N异质结处的欧姆损耗，进一步降低了发光元件的损耗，降低了显示装置的损耗，提高

发光效率。

[0056] 在一实施例中，第一电子传输层44、第二电子传输层45中的材料选自以下材料中

的一种或者多种组合：Alq3(三(8-羟基喹啉)铝，CAS#：2085-33-8)、TPBi(1 ,3,5-三(1-苯

基-1H-苯并咪唑-2-基)苯，CAS#：192198-85-9)、BPhen(4,7-二苯基-1 ,10-菲罗啉，CAS#：

1662-01-7)、BCP(2,9-二甲基-4,7-联苯-1,10-邻二氮杂菲，CAS#：4733-39-5)、BAlq(双(2-

甲基-8-羟基喹啉-N1,O8)-(1,1'-联苯-4-羟基)铝，CAS#：146162-54-1)。

[0057] 应当理解，第一电子传输层44、第二电子传输层45的主体材料可根据实际应用场

景来选择，例如第一电子传输层44的主体材料可以选择LUMO能级为-2.8V的Alq3，第二电子
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传输层45的主体材料可以选择LUMO能级为-3.1V的Bphen。但是本发明实施例中的第一电子

传输层44、第二电子传输层45的主体材料并不限于此，因此本发明实施例对第一电子传输

层44、第二电子传输层45的主体的种类不作限定，只要第一电子传输层44的主体材料的最

低未占分子轨道能级(简称LUMO能级)高于第二电子传输层45的主体材料的最低未占分子

轨道能级(简称LUMO能级)即可。

[0058] 在本发明一进另一步的实施例中，第一电子传输层44的材料中的N型掺杂剂的体

积浓度为0.01％～30％。第二电子传输层45的材料中的N型掺杂剂的体积浓度为0.01％～

10％，且第一电子传输层44的材料中的N型掺杂剂的体积浓度大于第二电子传输层45的材

料中的N型掺杂剂的体积浓度，降低了N型掺杂剂扩散到发光层的概率，从而降低了发光层

中的激子淬灭，提高了发光效率。

[0059] 在本发明一实施例中，第三空穴传输层43的厚度大于或者等于第二空穴传输层42

的厚度，第二空穴传输层42的厚度大于或者等于第一空穴传输层41的厚度，从而降低了P型

掺杂剂扩散到第一发光结构3-1中的第一发光层33-1中的概率，从而降低了发光层中激子

的淬灭概率，进而提高了发光效率。

[0060] 在本发明另一实施例中，第一电子传输层44的厚度为5～10nm，第二电子传输层45

的厚度为15～20nm，且第一电子传输层44的厚度小于第二传输层45的厚度，降低了N型掺杂

剂扩散到发光层的概率，从而降低了发光层中的激子淬灭，提高了发光效率。

[0061] 应当理解，第一电子传输层44的厚度、第二电子传输层45的厚度可以根据实际工

作场景来进行选择，只要第一电子传输层44的厚度小于或者等于第二传输层45的厚度，且

整个电子传输部的厚度为30～60nm即可。

[0062] 在本发明一实施例中，电子传输部还包括设置在第二电子传输层45靠近阳极1一

侧的第三电子传输层46，如图5所示，其中，第三电子传输层46的电子迁移率大于第二电子

传输层45的电子迁移率，进一步增加了电子的传输率，提高了电子注入到发光层的效率，从

而提高了叠层有机发光装置的发光效率低，提高了显示装置的寿命。

[0063] 本发明实施例还提供一种显示面板，包括基板以及设置在基板上的多个发光元

件，其中发光元件的结构采用如前述所述的发光元件的结构，本发明实施例提供的显示装

置，通过叠加多个发光结构，相邻两个发光结构之间设置一层电荷产生层，其中，电荷产生

层兼具有阳极、阴极的功能，其中电荷产生层包括层叠设置的电子传输部402和空穴传输部

401，其中空穴传输部401包括层叠设置的第一空穴传输层41以及第二空穴传输层42，其中

第一空穴传输层41靠近电子传输部402，第二空穴传输层42靠近阴极2，第一空穴传输层41

以及第二空穴传输层42均包括P型掺杂剂；其中第二空穴传输层42的空穴迁移率大于第一

空穴传输层41的空穴迁移率，降低了空穴传输过程中的损耗，增加了空穴的传输率，提高了

空穴注入到发光层的效率，从而提高了叠层有机发光装置的发光效率，提高了显示面板的

寿命。

[0064] 以上所述仅为本发明的较佳实施例而已，并不用以限制本发明，凡在本发明的精

神和原则之内，所作的任何修改、等同替换等，均应包含在本发明的保护范围之内。

[0065] 以上所述仅为本发明的较佳实施例而已，并不用以限制本发明，凡在本发明的精

神和原则之内，所作的任何修改、等同替换等，均应包含在本发明的保护范围之内。
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摘要(译)

本发明实施例提供了一种发光元件以及显示面板，解决了现有技术中显
示装置中载流子注入到发光层的效率低从而使得显示装置的发光效率
低、寿命短的技术问题。本发明实施例所提供的一种发光元件，包括多
个发光结构，其中相邻两个发光结构之间设置电荷产生层，其中电荷产
生层包括电子传输部和空穴传输部，其中空穴传输部包括叠加设置第一
空穴传输层、第二空穴传输层，其中第一空穴传输层靠近电子传输部，
第二空穴传输层靠近阴极，第二空穴传输层的空穴迁移率大于第一空穴
传输层的空穴迁移率，降低了空穴传输过程中的损耗，增加了空穴的传
输率，提高了空穴注入到发光层的效率，从而提高了叠层有机发光装置
的发光效率，提高了显示装置的寿命。
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